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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 
® Oberlagerungsosziilatorschaltung 

@ Die Erfindung betrifft erne Uberlagerungsoszillatorschal 
tung fur einen VHF-TV-Tuner. Urn em empfangenes Signal 
verschiedener Frequenzbander (Tiefband und Hochband 
eines VHF-Femsehempfangers} in eine Zwischenfrequenz 
umzusetzen. muB die Schwingungsfrequenz des Uberlage 
rungsoszillators fur jades Band geandert warden. Die Ande- 
rung auf eine gewunschte Frequenz erfolgt durch Verkurzen 
eines Teils einer Spule in einem Resonanzkreis bei Hoch 
bandempfang Dabei hegt allerdings em die Oszillatorschal- 
tung bildender Ruckkopplungskondensator unabhangig vom 
Band fast. ErfindungsgemaS werden Spulen fur jedes Band 
umgeschaltet und ein Schwingungszustand durch geeignete 
Einstellung der Ruckkopplungskapazitat stabilisiert Die Ka 
pazitat zwischen dem Koliektor und dem Emitter eines 
Oszillatortransistors (16) w»rd beim Hochbandempfang ver- 
nngert. wahrend die Kapazitat zwischen Emitter und Basis 
< ernoht wird Bei Tiefbandempfang hmgegen wtrd die Kapazi 
tat zwischen Kotlektor und Emitter erhoht. wahrend die 
Kapazitat zwischen Emitter und Basis verrtngert wird. Dieses 
Umschalten einer Kapazitat erratcht man mit emem emzigen 
Kondensator (21) 
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Beschreibung 

Die Erfindung betnfft eine Oberlagerungsoszillator- 
schaltung, die sich zur Verwendung rn einem Tuner eig- 
net, der fur mehrere Frequen2bander modulierte Signa- 5 
le empfangt. 

In einem Superhet Empfanger wird ein empfangenes 
Signal in ein Zwischenfrequenzsignal vorbestimmter 
Frequenz umgeseizt. indem ein empfangenes Signal mil 
einem von einem Oberlagerungsoszillator innerhalb des io 
Empfangers erzeugtes Oberlagerungssignai gemischt 
wird. Urn beispielsweise das empfangene Signal fur zwei 
verschiedene Frequenzbander (Tiefband und Hoch- 
band) in eine vorbesiimmic Frequenz umzusetzen, muO 
die Uberlagerungsfrequenz des Obcrlagerungsoszilla 15 
tors fur jedes Band umgeschaltet werden. Hierzu kann 
man z. B. die im folgenden beschriebenen zwei Schal- 
tungen verwenden. 

Zunachst soli anhand des in fig. 7 gezeigten Schalt- 
plans eine erste herkbmmliche Schaltung erlautert wer- 20 
den. GemaB Fig. 7 is t eine Abstimmschahung, die durch 
eine Tiefband-Abstimmspule I, eine Hochband-Ab- 
stimmspule 2, eine veranderliche Absiimm-Kapazitats- 
diode II und einen Abstimm-Kompensationskondensa- 
tor 12 gebildet wird, an den Kollektor eines Oszillator- 25 
transistors 16 angeschlossen. Veranderliche Kapazitats- 
dioden 5 und 7 sind als Riickkopplungselemente zwi- 
schen Kollektor und Emitter bzw. zwischen Emitter und 
Masse des Transistors 18 geschaltei. Als Kompensa- 
tionselemcnte dienende Kondcnsatoren 8 und 8 sind 30 
parallel zu den Kapazitatsdioden 5 und 7 geschaltet. Die 
Kathode einer Schaltdiode 13 1st an einen Punkt ange- 
schlossen, an welchem die Tiefband-Abstimmspule 1 
und die Hochband-Abstimmspule 2 verbunden sind. um 
zwischen Hochband und Tiefband umzuschalten. Die 35 
Anode der Schaltdiode 13 ist uber einen Kondensator 
14 auf Masse gelegt und uber einen Speisewiderstand an 
den Hochbandanschlufi B angeschlossen. Eine Aus- 
wahlspannung Vhi wird diesem HochbandanschluQ B 
zugefuhrt. Die Kodensatoren 3 und 4 dienen zum Blok- 40 
kieren von Gleichstromen, und der Kondensator 15 
dient zum Erden der Tiefband-Abstimmspule 1. Der 
Punkt, an dem dieser Kondensator 15 und die Tiefband- 
Abstimmspule I verbunden sind, ist uber einen Speise- 
widerstand an den TiefbandanschluB A angeschlossen. 45 
Diesem TiefbandanschluB A wird eine Auswahlspan- 
nung V L o zugefuhrt. Ein Widerstand 9 dient zum Zufuh- 
ren einer Abstimmspannung. wobei ein AnschluB des 
Widerstands an einen AbstimmspannungsanschiuB C 
angeschlossen ist. dem eine Abstimmspannung Vtu zu- 50 
gefuhrt wird. Em Widerstand 10 dient zum Anlegen ei- 
ner Gleich-Vorspannung an die Kapazitatsdioden 5 und 
11 

Bei dem oben erlauterten Schaltungsaufbau wird 
beim Hochband-Empfang eine Auswahlspannung Vh. 55 
an den HochbandanschluB B gelegt, die Schaltdiode 13 
wird eingeschaltet, und es wird von der Hochband-Ab- 
stimmspule 2 und die kombinierte Kapazitat von Ab- 
stimmkondensator 12 und Kapazitatsdiode 11 ein Reso- 
nanzkreis gebildet. Die in Fig. 8 gezeigte Colpitts-Oszil- bo 
latorschattung wird gebildet durch den Ruckkopplungs- 
kreis der Kapazitatsdioden 5 und 7 und die Kondensato- 
ren 6 und 8 sowie den Transistor 16. Bei Tiefband-Emp- 
fang wird an den TiefbandanschluB A eine Auswahls- 
pannung V L o gelegt, und die Schaltdiode 13 wird ausge- 65 
schaltet. Dadurch wird gemaB Fig. 9 durch die Tief- 
band-Abstimmspule 1 em Resonanzkreis gebildet. 

Beim Empfang beider Bander wird die Kapazitat der 
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Kapazitatsdiode 11 abhangig von der Auswahlspan- 
nung Vttj. die an den AbstimmspannungsanschiuB C 
gelegt wird, variiert, so daB die Uberlagerungsfrequenz 
sich andert. 

Als nachstes soli anhand der Fig. 10 eine zweite her- 
kommliche Schaltung erlautert werden. 

GemaB Fig. 10 ist ein Belag des Kondensators 18 zur 
Riickkopplung an die Kathodenseite der Kapazitatsdio- 
de 7 angeschlossen. An den anderen AnschluB des Kon- 
densators 18 sind ein Speisewiderstand 19 fur eine AFT 
(Automatische Fcinabstimmung) und die Kathode der 
Kapazitatsdiode 20 fur die AFT angeschlossen. Der an- 
dere AnschluB des Speisewiderstands 19 ist an einen 
AFT- AnschluB D angeschlossen, und die Anode der Ka- 
pazitatsdiode 20 liegt auf Masse. 

Bei diesem Schaltungsaufbau wird betm Hochband- 
empfang eine Auswahlspannung Vni an den Hochband- 
anschluB B gelegt, und die Schaltdiode 13 wird einge- 
schaltet. wodurch sich die in Fig. 1 1 dargestellte Konfi- 
guration ergibt. Beim Tiefbandempfang wird an den 
TiefbandanschluB A eine Auswahlspannung Vlo ange- 
legt, und die Schaltdiode 13 wird ausgeschaltet, so daB 
die in Fig. 12 dargestellte Konfiguration entsteht. Beim 
Empfang beider Bander wird die Kapazitat der Kapazi- 
tatsdiode 1 1 veranlaBt, sich abhangig von der Auswahls- 
pannung Vru zu andern, die an den Abstimmspannungs- 
anschiuB C gelegt wird, wodurch die Schwingungsfre- 
quenz variiert. Um solche Anderungen der Oszillations- 
frequenzen zu vermeiden, die durch Temperatureinflus- 
se oder Versorgungsspannungsschwankungen veran- 
laBt sind, wird an den AFT-AnschluQ D eine AFT-Span- 
nung Vaft gelegt, damit die Kapazitat der Kapazitats- 
diode 20 variiert. Eine Kapazitat, die mit derjenigen des 
Kondensators 18 kombiniert wird, wirkt auf die Kapazi- 
tat der Kapazitatsdiode 7 ein, so daB die Oszillationsfre- 
quenz stabilisiert ist. 

In dem Colpitts-Ubcrlagerungsoszillator gemaB 
Ftg. 7 und 10 laBtsich, weil der Kapazitatswert fur jeden 
Abschnitt der Schaltung fur das Hochband und das Tief- 
band der gleiche ist, der Bereich, in welchem die Oszilla- 
tionsfrequenz variabel ist, nicht fur jedes Band beliebig 
einstellen. Der Kapazitatswert jedes Abschnitts eines 
Ruckkopplungskreises muB in geeigneter Weise nach 
MaBgabe der Schwingungsfrequenz emgestellt werden, 
um den Schwingungszustand stabil zu halten. Die Bezie- 
hung zwischen diesen Kapazitatswerten sollten folgen- 
dermaBen aussehen: Bei Hochbandempfang wird die 
Kapazitat zwischen dem Kollektor und dem Emitter 
kleiner gemachl, und die Kapazitat zwischen Emitter 
und Basis wird vergroSert; bei Tiefbandempfang hinge- 
gen wird die Kapazitat zwischen Kollektor und Emitter 
groBer. und die Kapazitat zwischen Emitter und Basis 
kleiner. Bei dem erlauterten Aufbau der Uberlagerungs- 
oszillatorschaltung laflt sich jedoch die Beziehung der 
Kapazitatswerte nicht in der oben erlauterten Weise 
realisieren. Bei der in Fig. 10 gezeigten Oberlagerungs- 
oszillatorschaltung ist die AFT-Kapazitat (die kombi- 
nierte Kapazitat aus der Kapazitatsdiode 20 fur die AFT 
und dem Kondensator 18) die gleiche sowohl beim 
Hochband- als auch beim Tiefband-Empfang, und der 
veranderliche AFT-Bereich (der Bereich der veranderli- 
chen Frequenz aufgrund der AFT-Spannung V a ft) ist 
proportional zu der Uberlagerungsfrequenz. Folglich 
unterscheiden sich die veranderlichen AFT-Bereiche fur 
die beiden Bander. D. h.: Es ergibt sich das Problem, daB 
der veranderliche AFT-Bereich bei Hochbandempfang 
grOBer und bei Tiefbandempfang kleiner ist. 

Die vorliegende Erfindung bchandelt das oben crlau- 
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tene Problem. Aufgabe der Erfindung ist es, einen 
Gberlagerungsoszillatorschaltung anzugeben. mitderen 
Hilfe der veranderliche Frequenzbereich bei Hoch- 
bandempfang erweiteri werden kann und die Schwin- 
gung beim Empfang jedes Bandes siabilisiert werden 
kann. wahrend der veranderliche AFT-Bereich bei Emp- 
fang jedes Bandes gleichformig gemacht werden kann. 
ohne daB dabei die Anzahl der Bauteile erhoht wird. 

Die Losung dieser Aufgabe ist in den Patentanspru- 
chen angegeben. Die Erfindung schafft eine Oberlage- 
rungsoszillaiorschaltung. in der eine erste und eine 
zweite Frequenzband-Resonanzspule zwischen dcm 
Kollektor und der Basis eines Oszillatortransistors hm- 
tereinander in Reihe geschaltet sind. Diese Oberlage- 
rungsoszillatorschaltung schaltet die Schwingungsfre- 
quenz einer Schaltung um, indem die zweite Frequenz- 
band-Resonanzspule zwischen einem KurzschluBzu- 
stand und einem Nicht- Kurzschluflzustand umgeschal- 
tet wird, wobei zwischen dem Punkt, an dem die erste 
und die zweite Frequenzband-Resonanzspule miteinan- 
der verbunden sind, und dem Emitter des Oszillatortran- 
sistors ein Riickkopplungskondensator vorgesehen ist. 

Wenn die zweite Frequenzband-Resonanzspule um- 
geschaltet wird zwischen einem KurzschluBzustand und 
einem Nicht- KurzschluBzustand, wird in aquivalenter 
Weise die Verbindungsstelle, an der der Riickkopp- 
lungskondensator zwischen einem Punkt, an dem die 
erste Frequenzband-Resonanzspule und die zweite Fre- 
quenzband-Resonanzspule verbunden sind, und dem 
Emitter des Oszillatortransistors angeschlossen ist um- 
geschaltet. Damit wird die relative GroBe des Kapazi- 
tatswerts des Ruckkopplungskreises beim Empfang je- 
des Bandes optimiert. 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Zeichnung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 einen Schaltplan des Aufbaus einer ersten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung. 

Fig. 2 ein Ersatzschaltbild des ersten Aufbaus fur 
Hochbandempfang, 

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels fiirTiefbandempfang, 

Fig. 4 ein Schaltbild des Aufbaus einer zweiien Aus- 
fuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 5 em Ersatzschaltbild der Schaltung des zweiien 
Ausfuhrungsbeispiels fur Hochbandempfang, 

Fig. 6 ein Ersatzschaltbild der zweiten Ausfuhrungs- 
form fur Tiefbandempfang, 

Fig. 7 einen Schaltplan des Aufbaus einer ersten Aus- 
fuhrungsform aus dem Stand der Technik, 

Fig. 8 ein Ersatzschaltbild fur den Hochbandempfang 
dieser Schaltung, 

Fig. 9 ein Ersatzschaltbild fur den Tiefbandempfang 
der ersten Ausfuhrungsform aus dem Stand der Tech- 
nik. 

Fig. 10 einen Schaltplan einer zweiten Ausfuhrungs- 
form aus dem Stand der Technik. 

Fig. 11 ein Ersatzschaltbild fur den Hochbandemp- 
fang dieser zweiten Ausfuhrungsform aus dem Stand 
der Technik. und 

Fig. 12 ein Ersatzschaltbild fur den Tiefbandempfang 
einer zweiten Ausfuhrungsform aus dem Stand der 
Technik. 

Fig. 1 ist ein Schaltplan, der den Aufbau emer ersten 
Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt. In der Figur sind 
solche Teile, die mit der herkbmmlichen Schaltung nach 
Fig. 7 idenusch sind, mit entsprechenden Bezugszeichen 
versehcn. und diese Teile werden nicht nochmal erlau- 
tert Diese Ausfuhrungsform ist dadurch gekennzeich- 



net. daO zwischen dem Punkt, an dem die Tiefband-Ab- 
stimmspule 1 und die Hochband-Abstimmspule 2 ver- 
bunden sind, und der Kathodenseite der Kapazitatsdio- 
den 5 und 7 anstelle der in Fig. 7 gezeigten Kondensato- 
5 ren 6 und 8 hier ein Ruckkopplungskondensator 21 vor- 
gesehen ist. 

Mit diesem Schaltungsaufbau wird bei Hochband- 
empfang, bei dem eine Auswahlspannung Vh, an den 
HochbandanschluB B gelegt wird, wodurch die Schalt- 

io diode 13 eingeschaltet wird, der Riickkopplungskonden- 
sator 21 auf Masse gelegt. Daher ist der Ruckkopp- 
lungskondensator 21 aquivalent parallel zu der Kapazi- 
tatsdiode 7 geschaltet, wie in Fig. 2 gezeigt ist, wodurch 
die Kapazitat zwischen dem Emitter und der Basis des 

1 5 Transistors vergrdBert ist. 

Beim Tiefbandempfang, wenn eine Auswahlspannung 
Vlo an den TiefbandanschluB A gelegt wird, wodurch 
die Schaltungsdiode 13 ausgeschaltet wird, hegt der 
Ruckkopplungskondensator 21 uber die Hochband-Ab- 

20 stimmspule 2 am Kollektor des Transistors 16. Damit ist 
der Ruckkopplungskondensator 21 aquivalent parallel 
zu der Kapazitatsdiode 5 geschaltet, wie in Fig. 3 ge- 
zeigt ist. wodurch die Kapazitat zwischen dem Kollek- 
tor und dem Emitter des Transitsors vergroBert ist 

25 Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, wird 
bei dieser Ausfuhrungsform wahrend des Hochband- 
empfangs die Kapazitat zwischen dem Kollektor und 
dem Emitter vernngert. und die Kapazitat zwischen 
dem Emitter und der Basis wird erhoht. Beim Tiefband- 

30 empfang wird die Kapazitat zwischen dem Kollektor 
und dem Emitter erhoht, wahrend die Kapazitat zwi- 
schen dem Emitter und der Basis verringert wird. Im 
Ergebnis wird im Hochbandempfang, da zwischen dem 
Kollektor und dem Emitter keine feste Kapazitat liegt, 

35 der veranderliche Frequenzbereich erweiteri, wahrend 
daruber hinaus die Schwingung beim Tiefbandempfang 
stabilisiert werden kann. 

[m folgenden wird anhand der Fig. 4 eine zweite Aus- 
fuhrungsform der Erfindung erlautert. Gleiche Teile wie 

40 in Fig. 10 sind mil entsprechenden Bezugszeichen ver- 
sehen und werden hier nicht nochmal erlautert. Diese 
Ausfuhrungsform ist dadurch gekennzeichnet. daQ zwi- 
schen dem Punkt. an dcm die Ticfband-Abstimmspulc 1 
und die Hochband-Abstimmspule 2 miteinander ver- 

45 bunden sind, und dem Punkt. an welchem der Konden- 
sator 18 und die Kathodenseite der Kapazitatsdiode 20 
fur die AFT verbunden sind, anstelle des in Fig. 10 dar- 
gestellten Kondensators 6 em Ruckkopplungskonden- 
sator 22 angeordnet ist. 

5C Mn dem oben beschnebenen SehaHungsaufbau wird 
bei Hochbandempfang, wenn cine Auswahlspannung 
Vhi an den HochbandanschluQ B gelegt wird, wodurch 
die Schaltdiode 13 eingeschaltet wird, ein AnschluB des 
Riickkopplungskondensators 22 uber den Kondensator 

55 14 auf Masse gelegt. Daher ist der Ruckkopplungskon- 
densator 22 aquivalent parallel zu der Kapazitatsdiode 
20 geschaltet. wie aus Fig. 5 hervorgeht. 

Beim Tiefbandempfang ist, wenn eine Auswahlspan- 
nung V L0 an den TiefbandanschluB A angelegt wird, 

60 wodurch die Schaltdiode 13 eingeschaltet wird, ein An- 
schluB des Riickkopplungskondensators 22 uber die 
Hochband-Abstimmspule 2 an die Kollektorseite des 
Transistors 16 angeschlossen. Daher ist der Ruck- 
kopllungskondensator 22 aquivalent parallel zu dem 

65 Kondensator 18 fur die AFT und der Kapazitatsdiode 5 
geschaltet. wie aus Fig. 6 hervorgeht. 

Wic aus der obigen Beschreibung hervorgeht. wird 
beim Hochbandempfang. wenn der Ruckkopplungskon- 
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densator 22 parallel zu der Kapazitatsdiode 20 fur die 
AFT hinzukommt, der veranderliche Bereich fur die 
AFT verringerL Beim Tiefbandempfang, wenn der 
Ruckkopplungskondensaior 22 als Serienkapazitat der 
Kapazitatsdiode fiir die AFT hinzukommt, nimmt der 5 
veranderliche AFT-Bereich zu. Folglich wird der varia- 
ble AFT-Bereich fiir beide Bander gleichmaBig. Wegen 
des Ruckkopplungskondensators 22 wird beim Hoch- 
bandempfang der Wert der Kapazitat zwischen dem 
Emitter und der Basis grofler, und beim Tiefbandemp- jo 
fang wird die Kapazitat zwischen dem JCollektor und 
dem Emitter groBer. Als Ergebnis wird die Schwingung 
beim Empfang jedes Bandes stabilisiert, und der Be- 
reich, in welchem die Scbwingungsfrequenz variabcl ist, 
laBt sich fiir jedes Band auf relativ willkurliche Einstell- 15 
werte festlegen. 

Aus der obigen Beschreibung geht hervor, daB erfin- 
dungsgemaB der Bereich veranderlicher Frequenz bei 
Hochbandempfang verbreitert werden kann, ohne daB 
dazu eine Erhdhung der Anzahl von Bauelementen er- 20 
forderlich ist. Ein Vorteil besteht darin, dafl die Schwin- 
gung stabilisiert werden kann und der veranderliche 
AFT-Bereich fiir jedes Band gleich groB ist. 

Patentanspruch 25 

Oberlagerungsoszillatorschaltung, in der eine erste 
und eine zweite Frequenzband-Resonanzspule (1, 
2) zwischen dem Kollektor und der Basis eincs Os- 
zillatortransistors (16) in Reihe geschaltet sind, wel- 30 
cher die Schwingungsfrequenz einer Schaltung 
durch Umschalten der zweiten Frequenzband-Re- 
sonanzspule (2) zwischen einem KurzschluBzu- 
stand und einem Nicht-KurzschluBzustand urn- 
schaltet, ist ein Ruckkopplungskondensator (21. 22) 35 
zwischen dem Punkt, an welchem die erste und die 
zweite Frequenzband-Resonanzspule (1, 2) zusam- 
mengeschaltet sind, und dem Emitter des Oszilla- 
tortransistors (16) geschaltet. 
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